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【57】申請專利範圍
1.　一種記憶電路，其特徵為包括：複數個記憶胞(cell)，各個記憶胞包含有：雙穩態電路，
係記憶資料；及非揮發性元件，係非揮發地儲存已記憶於前述雙穩態電路的資料，且將

已非揮發地儲存的資料復原至前述雙穩態電路；並且前述複數個記憶胞排列成複數個列

及複數個行，且前述複數個列被分割，形成各個包含 1個或複數個列之複數個記憶庫
(bank)；及控制部，依序將前述複數個列進行儲存動作，將供給至第 1記憶庫的記憶胞
之電源的電壓設為第 1電壓，該第 1記憶庫為前述複數個記憶庫中包含被進行儲存動作
列之記憶庫，並將供給至前述複數個記憶庫中前述第 1記憶庫以外的記憶胞之電源的電
壓，設為比前述第 1電壓低、且維持前述雙穩態電路的資料的第 2電壓。

2.　如請求項 1之記憶電路，其中前述控制部對所含之列的儲存動作結束的每一記憶庫，將
供給至前述記憶胞之電源的電壓設為前述第 2電壓。

3.　如請求項 1之記憶電路，其中前述控制部對所含之列的儲存動作結束的每一記憶庫，關
斷供給至前述記憶胞之電源的電壓。

4.　如請求項 1至 3中任一項之記憶電路，其中前述非揮發性元件的一端連接於前述雙穩態
電路內的節點，另一端連接於控制線；前述複數個記憶胞各個備有切換器，該切換器於

前述節點與前述控制線之間，與前述非揮發性元件串聯；供給至前述複數個記憶胞之電

源的電壓是供給至前述雙穩態電路。

5.　如請求項 1至 3中任一項之記憶電路，其中前述複數個記憶庫各個包含 1個列。
6.　一種記憶電路，其特徵為包括：複數個記憶胞，各個記憶胞包含有：雙穩態電路，係記
憶資料；及非揮發性元件，係非揮發地儲存已記憶於前述雙穩態電路的資料，且將非揮

發地儲存的資料復原至前述雙穩態電路；1個或複數個電源切換器，變更供給至前述複
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數個記憶胞之電源的電壓；及控制部，將藉由 1個電源切換器供給共通電壓的區域分割
成複數個區塊，在於前述區域中前述複數個區塊各不相同的期間進行儲存動作。

7.　如請求項 6之記憶電路，其中前述複數個記憶胞排列成複數個列及複數個行；前述區域
包含 1個或複數個列；1個列被分割為前述複數個區塊。

8.　如請求項 7之記憶電路，其中前述複數個記憶胞各個包含有執行資料的儲存之切換器；
前述複數個區塊的各個記憶胞內之前述切換器連接於共通的子切換器線；相同列的子切

換器線連接於 1個切換器線；前述記憶電路更包括選擇電路，該選擇電路係選擇前述複
數個區塊中之 1個區塊，且對選擇的區塊的子切換器線，輸出開啟前述切換器的訊號。

9.　如請求項 8之記憶電路，其中前述非揮發性元件的一端連接於前述雙穩態電路內的節
點，另一端連接於控制線；前述切換器是於前述節點與前述控制線之間，與前述非揮發

性元件串聯；供給至前述記憶胞之電源的電壓是供給至前述雙穩態電路。

10.   如請求項 7至 9中任一項之記憶電路，其中前述複數個區塊各個包含相同列內連續的記
憶胞。

11.   如請求項 7至 9中任一項之記憶電路，其中前述複數個區塊各個包含相同列內之週期性
排列的記憶胞。

12.   如請求項 6至 9中任一項之記憶電路，其包括：判定電路，判定前述複數個區塊之各個
記憶胞內的前述雙穩態電路與前述非揮發性元件的資料一致或不一致；及選擇電路，在

前述資料不一致時，進行相對應之區塊內的記憶胞的儲存動作，而在前述資料一致時，

則不進行前述相對應之區塊內的記憶胞的儲存動作。

13.   一種記憶電路，其特徵為包括：複數個記憶胞，各個記憶胞包含有：雙穩態電路，係記
憶資料；及非揮發性元件，其一端連接於前述雙穩態電路內的節點，另一端連接於控制

線，該非揮發性元件係非揮發地儲存已記憶於前述雙穩態電路的資料，且將非揮發地儲

存的資料復原至前述雙穩態電路；及切換器，係於前述節點與前述控制線之間，與前述

非揮發性元件串聯；並且，前述複數個記憶胞排列成各個連接於共通的切換器線的複數

個列、及各個連接於共通的控制線的複數個行；判定電路，對於相同的控制線共通地設

置，根據相對應之控制線的訊號，判定連接於前述相對應之控制線之記憶胞內的前述雙

穩態電路與前述非揮發性元件的資料一致或不一致；及選擇電路，在前述資料不一致

時，令連接於前述相對應之控制線之記憶胞內的前述切換器開啟，而在前述資料一致

時，則令連接於前述相對應控制線的切換器關閉。

14.   如請求項 13之記憶電路，其中 1個列被分割為各個包含複數個記憶胞之複數個區塊；前
述選擇電路是於相對應之區塊內之複數個記憶胞的資料之至少 1個不一致時，令前述相
對應之區塊內的前述切換器開啟，而在前述相對應之區塊內之複數個記憶胞的資料全部

一致時，則令前述相對應區塊內的前述切換器關閉。

15.   如請求項 14之記憶電路，其中前述判定電路是於相同區塊內的複數個控制線共通地設
置。

16.   如請求項 13至 15中任一項之記憶電路，其中一對前述非揮發性元件分別連接於前述雙
穩態電路之互補節點；一對前述控制線分別連接於前述一對非揮發性元件；前述判定電

路根據前述雙穩態電路的資料、及前述一對控制線的訊號，判定前述資料一致或不一致。

17.   一種記憶電路，其特徵為包括：雙穩態電路，從電源線及接地線被供給電壓，記憶資
料；非揮發性元件，其一端連接於前述雙穩態電路內的節點，另一端連接於控制線，藉

使電阻值因流經前述一端與前述另一端之間的電流而變更，以非揮發地儲存記憶於前述

雙穩態電路的資料，且將非揮發地儲存的資料復原至前述雙穩態電路；FET，源極及汲
極在前述節點與前述控制線之間，與前述非揮發性元件串聯；及控制部，於前述雙穩態

電路，在將資料揮發地進行寫入及讀出的第 1期間，當前述 FET為 n通道 FET時，使施
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加於前述 FET的閘極的電壓低於前述接地線的電壓，當前述 FET為 p通道 FET時，使
其高於前述電源線的電壓。

18.   如請求項 17之記憶電路，其中前述控制部是在前述雙穩態電路的資料維持、且前述電源
線的電壓與前述接地線的電壓的差值小於前述第 1期間中前述電源線的電壓與前述接地
線的電壓的差值之第 2期間，當前述 FET為 n通道 FET時，使施加於前述 FET的閘極
的電壓低於前述第 1期間中前述接地線的電壓，當前述 FET為 p通道 FET時，則使其高
於前述第 1期間中前述電源線的電壓。

19.   如請求項 17或 18之記憶電路，其中前述控制部，當前述 FET為 n通道 FET時，使於將
已儲存於前述非揮發性元件的資料復原至前述雙穩態電路的期間中施加於前述 FET的閘
極的電壓，低於將已記憶於前述雙穩態電路的資料非揮發性地儲存於非揮發性記憶體的

期間中施加於前述 FET的閘極的電壓；當前述 FET為 p通道 FET時，使前述復原之期
間中施加於前述 FET的閘極的電壓，高於前述儲存之期間中施加於前述 FET的閘極的電
壓。

圖式簡單說明

圖 1為實施例 1至 3之記憶胞的電路圖。
圖 2是表示實施例 1至 3之記憶電路的方塊圖。
圖 3是表示實施例 1至 3之 NV-SRAM及 6T-SRAM之各期間的消耗電流的圖。
圖 4(a)及圖 4(b)是說明實施例 1之動作的圖。
圖 5是表示實施例 1之記憶胞陣列與電源切換器的連接的方塊圖。
圖 6是表示實施例 1之記憶胞陣列與電源切換器的其他連接的方塊圖。
圖 7是表示實施例 1之儲存動作之例 1的時序圖。
圖 8是表示實施例 1之儲存動作之例 2的時序圖。
圖 9是表示實施例 1之儲存動作之例 3的時序圖。
圖 10是表示實施例 1之儲存動作之例 4的時序圖。
圖 11是表示實施例 1中用於模擬的記憶電路的方塊圖。
圖 12(a)及圖 12(b)是表示實施例 1中用於模擬的程序圖。
圖 13(a)是表示對於 nRW之 Ecyc的圖，圖 13(b)是表示對於 tSD之 Ecyc的圖。
圖 14是表示對於實施例 1之記憶胞陣列尺寸之 BET刪減率的圖。
圖 15(a)及圖 15(b)是表示實施例 2之記憶胞及電源切換器的電路圖。
圖 16是表示對於電源切換器的通道寬度W之虛擬電源電壓 VVDD的圖。
圖 17是表示實施例 2之記憶胞陣列的一部分的方塊圖。
圖 18(a)及圖 18(b)是表示實施例 2之選擇電路例的方塊圖。
圖 19為實施例 2之切換器線、子切換器線及虛擬電源電壓 VVDD的時序圖。
圖 20是表示實施例 2之變形例的記憶電路的方塊圖。
圖 21(a)是表示對於實施例 2之 nSR之MOSFET總通道寬度的圖；圖 21(b)是表示對於實

施例 2之 nSR之總通道寬度/記憶胞的圖。
圖 22是表示實施例 2之變形例 1的記憶胞陣列之一部分的方塊圖。
圖 23是表示實施例 2之變形例 2的記憶胞陣列之一部分的方塊圖。
圖 24為實施例 2之變形例 2之各記憶胞的儲存動作、切換器線、子切換器線及虛擬電源

電壓 VVDD的時序圖。
圖 25是表示實施例 2之變形例 3的記憶胞陣列之一部分的方塊圖。
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圖 26為實施例 3之判定電路及記憶胞的方塊圖。
圖 27為實施例 3之判定電路及記憶胞的其他例的方塊圖。
圖 28是表示實施例 3之記憶電路的方塊圖。
圖 29為實施例 3之切換器線、控制線及匹配訊號的時序圖。
圖 30是表示實施例 3之變形例 1的記憶電路的方塊圖。
圖 31是表示實施例 3之變形例 2的記憶電路的方塊圖。
圖 32是表示實施例 3之變形例 3的記憶電路的方塊圖。
圖 33是表示實施例 3之變形例 4的記憶電路的方塊圖。
圖 34(a)及圖 34(b)為實施例 1至 4及其變形例之記憶胞的電路圖。
圖 35(a)及圖 35(b)是表示對於實施例 1之 nRW之 BET的圖。
圖 36(a)及圖 36(b)是表示於實施例 1改變免儲存比率時之對於 nRW之 BET的圖。
圖 37(a)及圖 37(b)是表示一般 SRAM動作期間中分別對於電壓 VCTRL及 VSR之漏電流

ILNV的圖。

圖 38(a)及圖 38(b)是表示對於實施例 4之 nRW之 BET的圖。
圖 39(a)及圖 39(b)是表示對於實施例 4的變形例 1之 nRW之 BET的圖。
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